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摘要(译)

一种薄膜半导体器件，包括衬底，第二保护层，以及位于衬底和第二保
护层之间的氧化物半导体层。第二保护层中设置有至少一个通孔，其中
嵌入有引出电极，引出电极与氧化物半导体层电连接。第二保护层的膜
密度为2.80g / cm 3至 / 3 至3.25g / cm 3。
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